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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA

propiedades de materiales de estado sélido y sus aplicaciones en diversos dispositivos.

Otorgar al estudiante los elementos de la fisica de semiconductores y dieléctricos para profundizar su conocimiento de las

TEMAS Y SUBTEMAS v

1. Electrones en semiconductores

1.1. Estructura de bandas de energia del semiconductor

1.2. Masa efectiva del electrén

1.3. Semiconductores intrinsecos y extrinsecos. Electrones y huecos
1.4. Dependencia del nivel Fermi respecto a la temperatura

1.5. Concentracién de portadores en semiconductores como funcién de la temperatura

2. Transporte de portadores de carga en semiconductores
2.1. Dispersién de portadores. Movilidad

2.2. Conductividad respecto de la temperatura.

2.3. Transporte de portadores por deriva y difusién

2.4. Transporte en un campo eléctrico intenso

2.5. Efectos galvano-magnéticos

2.6. Efectos termoeléctricos: Seebeck, Peltier y Thomson

3. Uniones p-n y metal-semiconductor
3.1. Unién p-n en estado de equilibrio

3.2. Relacioén corriente-voltaje para unién p-n
3.3. Capacitancia de unién p-n

3.4. Diodo tunel

3.5. Contactos metal-semiconductor

3.6. Diodos p-n y Schottky

3.7. Transistor bipolar

3.8. Transistor de efecto de campo
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4. Propiedades opticas y fotoeléctricas de semiconductores
4.1. Absorcién y emision en sdlidos. Absorcidn fundamental

4.2. Recombinaciones radiativas y no radiativas

4.3. Ecuacion de continuidad

4.4. Fotoconduccién

4.5. El efecto fotovoltaico

4.6. Dispositivos optoelectrdnicos con unién p-n y heterouniones

4.7. Radiacion esponténea y estimulada. LED y LASER

5. Propiedades fisicas de los dieléctricos

5.1. Conduccidn eléctrica

5.2. Ruptura en dieléctricos

5.3. Polarizacién en dieléctricos. Mecanismos de polarizacion
5.4. Perdidas dieléctricas

5.5. Ferroeléctricos

5.6. Piezoeléctricos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Sesiones dirigidas por el profesor, en donde presente conceptos y resuelva ejercicios. Las sesiones se desarrollaran utilizando
medios de apoyo didactico como la computadora y los proyectores. Revisién bibliogréfica del tema en libros y articulos
cientificos por los alumnos. Discusién de los diferentes temas en seminarios. Practicas de laboratorio.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION

La evaluacion del curso comprenderd tres calificaciones parciales que tendran una equivalencia del 50% vy una calificacion
final que correspondera al 50% restante. Para cada calificacion parcial se deberd considerar un examen escrito, tareas y
préacticas de laboratorio. La calificacion final deberd incluir un examen escrito y un proyecto final de aplicacion o de
investigacion, con temas estrictamente afines a la materia.Los porcentajes correspondientes, en los aspectos considerados
para las calificaciones parciales y la final, se definiran el primer dias de clases, con la participacion de los alumnos.

BIBLIOGRAF{A (TIPO, TITULO, AUTOR, EDITORIAL Y ANO)

Basica:

1. Solid state physics: An introduction to principles of materials science. H. Ibach, H. Lith. Springer (2010).

2. Fisica del estado sdlido. J. Maza, J. Mosquera, J. A. Veira. Santiago de Compostela: Universidade, Servizo de Publicacién e
Intercambio Cientifico (2007).

3. Fendmenos de transporte en semiconductores. Y. G. Gurevich, F. Pérez-Rodriguez. Mexico:FCE (2007).

4. Introduccion a la fisica del estado sdlido. C. Kittel. Editorial Reverté, S.A. (2003).

Consulta:

1.  Fisica cudntica. Atomos, moléculas, sélidos, nlcleos y particulas. R. Eisberg, R. Resnick. Editorial Limusa, Noriega
Editores. (2004).

2. Fisica del estado sdlido: ejercicios resueltos. J. M. Frechin, J. M.l Mosqueira-Rey, J. A. Veira-Suérez. Universidade de
Santiago de Compostela. Servizo de Publicaciéns e Intercambio Cientifico (2009).

3. Disefio de circuitos microelectrénicos. R. C. Jaeger, T. N. Blalock. Mc. Graw Hill. (2005).

4. Circuitos microelectrénicos. A. S. Sedra, K. C. Smith. Oxford University Press. (1999).
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